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(57) Abstract: The invention relates to a semi-con-
ductor body (1) comprising a first semi-conductor
component (10), a second semi-conductor
component (20), a first terminal face (14), a second
terminal face (24) and an electric coupling between
the first and the second terminal faces (14, 24).
Said first semi-conductor component (10) comprises
a control terminal (11), a first terminal (12) that
is joined to the first terminal face (14), and a
second terminal (13). The second semi-conductor
component (20) comprises a control terminal (21),
a first terminal (22) that is joined to the second
terminal face (24), and a second terminal (23).

(57) Zusammenfassung:  Ein Halbleiterkorper
(1) umfasst ein erstes Halbleiterbauelement (10),
ein zweites Halbleiterbauelement (20), eine erste
Anschlussfliche (14), eine zweite Anschlussfldche
(24) und eine elektrische Kopplung zwischen der
ersten und der zweiten Anschlussfliche (14, 24).
Das erste Halbleiterbauelement (10) weist einen
Steueranschluss (11), einen ersten Anschluss (12),
der mit der ersten Anschlussfldche (14) verbunden
ist, und einen zweiten Anschluss (13) auf. Das
zweite Halbleiterbauelement (20) weist einen
Steueranschluss (21), einen ersten Anschluss (22),
der mit der zweiten Anschlussfldche (24) verbunden
ist, und einen zweiten Anschluss (23) auf.
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Beschreibung

Halbleiterkorper und Verfahren zum Testen eines Halbleiter-

korpers

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Halbleiterkorper,
einen gehdusten Halbleiterkdrper, eine Messanordnung zum Tes-

ten und ein Verfahren zum Testen eines HalbleiterkOrpers.

Halbleiterkdrper konnen einen Eingangs- oder Ausgangstransis-
tor umfassen, der mit einem hohen Strom beaufschlagt wird.
Haufig erfolgt ein Kontaktieren des Halbleiterkdrpers mit
Bonddrahten. Da der Durchmesser eines Bonddrahtes und damit
die durch den Bonddraht flielRende, maximal zulassige Strom-
starke limitiert ist, kann zum Versorgen eines Transistors
eine mehrfache Bondverbindung vorgesehen werden. Mittels ei-
nes einfachen elektrischen Tests kann nur getestet werden, ob
mindestens ein Bonddraht einer Mehrfach-Bondverbindung vor-
handen ist. Mittels eines Réontgenverfahrens ladsst sich das
Vorhandensein von mehreren Bonddrdhten Uberprifen. Ob jeder
der Bonddrédhte einen elektrischen Kontakt zu den Anschliissen
aufweist, kann jedoch mittels eines Rontgenverfahrens nicht
Uberprift werden. Der Einschaltwiderstand eines Transistors,
der mit hohen Stromen beaufschlagt werden kann, kann Werte im
Bereich einiger 10 bis 100 mOhm aufweisen. Eine messtechni-
sche Erfassung derart niedriger Einschaltwiderstande ist auf-

wandig.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Halbleiter-
kérper, einen gehdusten Halbleiterkdrper, eine Messanordnung
zum Testen und ein Verfahren zum Testen eines Halbleiterkdr-
pers bereitzustellen, die ein genaues Erfassen von Einschalt-

widerstanden und ein Testen von Bonddrahten ermdglichen.
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Diese Aufgabe wird mit den Gegenstidnden der Patentanspriiche
1, 7 und 10 sowie dem Verfahren gemall dem Patentanspruch 13
geldst. Weiterbildungen und Ausgestaltungen sind jeweils Ge-

genstand der abhangigen Anspriiche.

Erfindungsgemal umfasst ein HalbleiterkOrper ein erstes und
ein zweites Halbleiterbauelement. Das erste Halbleiterbauele-
ment welst einen Steueranschluss, einen ersten und einen
zweiten Anschluss auf. Entsprechend weist auch das zweite
Halbleiterbauelement einen Steueranschluss, einen ersten und
einen zweiten Anschluss auf. Der HalbleiterkoOrper umfasst ei-
ne erste und eine zweite Anschlussflache. Der erste Anschluss
des ersten Halbleiterbauelementes ist an die erste Anschluss-
flédche angeschlossen. Ebenso ist der erste Anschluss des
zweliten Halbleiterbauelementes an die zweite Anschlussflache
angeschlossen. Die erste und die zweite Anschlussfliache sind

miteinander elektrisch gekoppelt.

Mit Vorteil kann durch das Bereitstellen eines ersten und ei-
nes zweiten Halbleiterbauelementes sowie einer ersten und ei-
ner zweiten Anschlussfliache eine Stromlast auf zwei Halblei-
terbauelemente aufgeteilt werden. Fihrt beispielsweise aus-
schlieRlich das erste Halbleiterbauelement, nicht jedoch das
zweite Halbleiterbauelement Strom, so kann ein Einschaltwi-
derstand des ersten Halbleiterbauelementes ermittelt werden.
Dieser ist hoher und damit einfacher zu ermitteln als ein
Einschaltwiderstand eines Halbleiterbauelementes, das die ad-
dierten Stromlasten des ersten und des zweiten Halbleiterbau-
elementes tragen kann. Fihrt ausschlieBlich das erste Halb-
leiterbauelement Strom, so kann lber die elektrische Kopplung
der ersten und der zweiten Anschlussfliache ein Potential an
der ersten Anschlussflache mit hoher Genauigkeit mittels Ab-

greifen eines Potentials an der zweiten Anschlussflache be-
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stimmt werden, da lber die zweite Anschlussfldche praktisch
kein Strom, vor allem kein Laststrom, flieRft und somit keine
Verfalschung des zu messenden Potentials aufgrund eines durch
einen Stromfluss hervorgerufenen Spannungsabfalls verursacht

wird.

In einer Weiterbildung ist die erste Anschlussfldache mit der
zweiten Anschlussfldche mittels einer Leiterbahn gekoppelt.
In einer bevorzugten Weiterbildung weist der Halbleiterkdrper
einen ersten Widerstand auf, der die erste Anschlussfléche

mit der zweiten Anschlussfldche verbindet.

In einer Ausfihrungsform umfasst der Halbleiterkdrper eine
dritte und eine vierte Anschlussflache, die jeweils mit dem
zwelten Anschluss des ersten beziehungsweise zweiten Halblei-
terbauelements verbunden sind. Zwischen der dritten und der
vierten Anschlussfldche kann eine elektrische Kopplung vorge-
sehen sein. Der Halbleiterkérper kann die elektrische Kopp-
lung zwischen der dritten und der vierten Anschlussfladche um-
fassen. In einer Weiterbildung ist die elektrische Kopplung
zwischen der dritten und der vierten Anschlussflache als Lei-
terbahn realisiert. Bevorzugt umfasst der Halbleiterkodrper
einen zweiten Widerstand, der die dritte Anschlussfldche mit

der vierten Anschlussflache verbindet.

In einer Ausfihrungsform sind ein Widerstandswert des ersten
Widerstandes und ein Widerstandswert des zweiten Widerstandes
jeweils groRler als ein Wert eines Einschaltwiderstandes des
ersten Halbleiterbauelementes. Bevorzugt sind ein Wider-
standswert des ersten Widerstandes und ein Widerstandswert
des zweiten Widerstandes auch jeweils groBer als ein Wert ei-
nes Einschaltwiderstandes des zweiten Halbleiterbauelementes.

Mit Vorteil kann durch eine Widerstandsmessung ermittelbar
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sein, ob der Strom bei der Widerstandsmessung durch den ers-
ten und/oder den zweiten Widerstand oder ausschlieRlich durch

die Halbleiterbauelemente fliel3t.

In einer Weiterbildung sind ein Widerstandswert des ersten
Widerstands und ein Widerstandswert des zweiten Widerstandes
aus einem Intervall zwischen 100 mOhm und 100 kOhm. Alterna-
tiv sind der Widerstandswert des ersten Widerstands und der
Widerstandswert des zweiten Widerstandes aus einem Intervall
zwischen 1 Ohm und 10 kOhm. Bevorzugt kdénnen der Widerstands-
wert des ersten Widerstands und der Widerstandswert des zwei-
ten Widerstandes aus einem Intervall zwischen 100 Ohm und 1

kOhm sein.

In einer Ausfihrungsform umfassen der erste und/oder der

zwelte Widerstand jeweils einen Transistor.

In einer bevorzugten Ausfihrungsform umfassen der erste
und/oder der zweite Widerstand Jjeweils einen integrierten Wi-
derstand. Der integrierte Widerstand kann im oder auf dem
Halbleiterkorper angeordnet sein. Der erste und/oder der
zweite Widerstand enthalten jeweils ein Widerstandsmaterial
aus einer Menge umfassend ein Metall, ein Polysilizium, ein
Silizid und ein einkristallines Silizium. Der erste und/oder
der zweite Widerstand koénnen ein hohes Verhdltnis einer Lange
des Widerstandes zu einer Breite des Widerstandes aufweisen.
Der erste und/oder der zweite Widerstand konnen als Leiter-
bahn mit einem hohen Verhdltnis einer Lange zu einer Breite
der Metallbahn ausgebildet sein. Der erste und/oder der zwei-
te Widerstand koénnen jeweils als ein Dinnfilm-Metallschicht-
widerstand ausgebildet sein. Der erste und/oder der zweite
Widerstand kénnen jeweils als ein Monosiliziumwiderstand aus-

gebildet sein. Der einkristallines Silizium enthaltende erste
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und/oder zweite Widerstand kann jeweils als Wannenwiderstand,
insbesondere n-Wannenwiderstand, oder als Diffusionswider-
stand realisiert sein. Ein Diffusionswiderstand, welcher auch
als diffundierter Widerstand bezeichnet werden kann, kann
stark p, schwach p, stark n oder schwach n dotiertes Silizium
umfassen. Der erste und/oder der zweite Widerstand kénnen Jje-

weils als Polysiliziumwiderstand realisiert sein.

In einer Weiterbildung umfasst der HalbleiterkOrper mindes-
tens ein drittes Halbleiterbauelement sowie eine flinfte und
eine sechste daran angeschlossene Anschlussfliche. In einer
Ausfihrungsform weist der Halbleiterkdrper mindestens zweil
weltere Widerstande auf, welche die zweite Anschlussfléche
mit der finften Anschlussflache und die vierte Anschlussfla-
che mit der sechsten Anschlussfldche verbinden. Mit Vorteil
kann somit eine groBe Stromlast auf drei Halbleiterbauelemen-
te verteilt werden, wobeili das beschriebene Messprinzip ent-
sprechend angewendet werden kann. In einer Weiterbildung kann
der HalbleiterkOrper mindestens ein weiteres Halbleiterbau-
element und entsprechend zugeordnete Anschlussfliachen und Wi-

derstande umfassen.

Die Stromtreiberfahigkeit der verschiedenen Halbleiterbauele-
mente kann unterschiedlich sein. Bevorzugt ist die Stromtrei-
befahigkeit der verschiedenen Halbleiterbauelemente nahe-

rungsweise gleich eingestellt.

Das erste und das zweite Halbleiterbauelement koénnen jeweils
einen Transistor umfassen. In einer Ausfihrungsform umfassen
das erste Halbleiterbauelement und das zweite Halbleiterbau-
element Jjeweils einen Feldeffekttransistor. In einer bevor-

zugten Ausfihrungsform sind der erste und der zweite Feldef-

fekttransistor vom gleichen Leitfdhigkeitstyp. Die beiden
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Feldeffekttransistoren koénnen n-Kanal-Feldeffekttransistoren
sein. Alternativ sind die beiden Feldeffekttransistoren als

p-Kanal-Feldeffekttransistoren ausgebildet.

In einer Weiterbildung umfasst das erste Halbleiterbauelement
den ersten Feldeffekttransistor mit einer ersten Kanalweite
Wl und einer ersten Kanalladnge L1 und das zweite Halbleiter-
bauelement den zweiten Feldeffekttransistor mit einer zweiten
Kanalweite W2 und einer zweiten Kanalladnge L2. Ein erstes
Verhaltnis W1/L1 der ersten Kanalweite Wl zu der ersten Ka-
nalldnge L1 und ein zweites Verhdltnis W2/L2 der zweiten Ka-
nalweite W2 zu der zweiten Kanallange L2 kdonnen ndherungswei-
se gleich sein. Mit Vorteil kann eine Stromlast zu gleichen
Anteilen auf das erste und das zweite Halbleiterbauelement

aufgeteilt sein.

Ein gehduster HalbleiterkOrper nach dem vorgeschlagenen Prin-
zip umfasst den Halbleiterkdrper sowie ein Gehause. Das Ge-
hause weist eine erste Metallbahn, englisch leadfinger, die
mit der ersten und der zweiten Anschlussfldche des Halblei-
terkodrpers verbunden ist, und eine zweite Metallbahn auf, die
elektrisch leitend mit der dritten und der vierten Anschluss-

fladche des Halbleiterkorpers verbunden ist.

Die Verbindung der Anschlussflachen auf dem Halbleiterkérper
mit den Metallbahnen im Gehduse kann mittels Bonddrahten rea-
lisiert sein. In einer Ausfihrungsform umfasst der gehauste
Halbleiterkdrper einen ersten Bonddraht, der die erste An-
schlussfldache mit der ersten Metallbahn verbindet, einen
zweiten Bonddraht, der die zweite Anschlussfldche mit der
ersten Metallbahn verbindet, sowie einen dritten und einen
vierten Bonddraht, welche die dritte beziehungsweigse die

vierte Anschlussfldche mit der zweiten Metallbahn verbinden.
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In einer bevorzugten Ausfihrungsform verbindet genau ein ein-
ziger Bonddraht, namlich der erste Bonddraht, die erste An-
schlussfldche mit der ersten Metallbahn. Dementsprechend sind
auch die weiteren Anschlussfldchen mittels jeweils genau ei-

nes einzigen Bonddrahts kontaktiert.

Alternativ kdnnen Bondkugeln, englisch bond balls, auf den
Anschlussflachen vorgesehen sein, die zur Verbindung mit den
Metallbahnen ausgebildet sind. Die Bondkugeln kénnen auch als
Lotkugeln oder Metallerhebungen, englisch bumps, bezeichnet
werden. Zum Herstellen der Verbindung kann der Halbleiterkdr-
per in einer Flip-Chip-Technik auf die Metallbahnen aufge-

setzt werden.

Nach dem vorgeschlagenen Prinzip umfasst eine Messanordnung
zum Testen des Halbleiterkdrpers ein Widerstandsmesssystem,
das Uber eine erste und eine zweite Verbindung mit der ersten
beziehungsweise zweiten Anschlussflache verbunden ist. In ei-
ner Weiterbildung ist das Widerstandsmesssystem mit der drit-
ten und der vierten Anschlussfldche tber eine dritte bezie-

hungsweise eine vierte Verbindung gekoppelt.

Das Widerstandsmesssystem kann einen Impedanzanalysator, wel-
cher zur 4-Draht-Messung ausgelegt ist, umfassen. Alternativ
kann das Widerstandsmesssystem eine Widerstandsmessbriicke,

die zur 4-Draht-Messung ausgebildet ist, umfassen.

In einer weiteren alternativen Ausfihrungsform weist das Wi-
derstandsmesssystem eine Spannungsquelle, ein Strommessgerat
und ein Spannungsmessgerat auf. Die Spannungsquelle ist mit
der ersten Anschlussfliche verbunden. Das Strommessgerat ist
an einem Anschluss mit der dritten Anschlussfldche und an ei-

nem weiteren Anschluss mit einem Bezugspotentialanschluss



10

15

20

25

30

WO 2008/046904 PCT/EP2007/061190

verbunden. Das Spannungsmessgerat ist zwischen die zweite An-

schlussfliache und die vierte Anschlussflache geschaltet.

In einer weiteren Ausfihrungsform weist das Widerstandsmess-
system eine Stromguelle und ein Spannungsmessgerat auf. Dabei
ist die Stromguelle iber die erste Verbindung mit der ersten
Anschlussflache verbunden. Die dritte Anschlussfldche ist
mittels der dritten Verbindung an einen Bezugspotentialan-
schluss angeschlossen. Das Spannungsmessgerat ist mittels der
zweiten und der vierten Verbindung mit der zweiten und der

vierten Anschlussflache verbunden.

Eine der vier Verbindungen kann eine Leitung in Form eines
Kabels und eine Leiterbahn auf einer Probecard sowie eine
Prifnadel, auch als Testnadel bezeichnet, umfassen. Alterna-
tiv kann die Verbindung auch eine Priifnadel umfassen, die me-
chanisch derart mit einem Waferprober verbunden ist, dass die
Position der Priifnadel in Bezug auf die Position einer weite-
ren Priifnadel mechanisch einstellbar ist. Der Halbleiterkor-
per wird dann derart unter der Probecard oder der Anordnung
der einzelnen Priifnadeln positioniert, dass die Priifnadeln
einen mechanischen und damit auch einen elektrischen Kontakt

zu den Jjeweiligen Anschlussflachen aufweisen.

Der Halbleiterkdrper kann in einem Schaltspannungswandler,
einem Linearspannungsregler oder einem Analogschalter einge-
setzt werden. Der Halbleiterkdrper kann auch in einer La-
dungspumpe oder einem Verstarker, insbesondere einem Leis-

tungsverstarker, verwendet werden.

ErfindungsgemdB sieht ein Verfahren zum Testen eine Halblei-
terkdrpers folgende Schritte vor: Ein Widerstandsmesssystem

wird mit einem ersten und einem zwelten Anschluss eines ers-
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ten Halbleiterbauelementes und mit einem ersten und einem
zwelten Anschluss eines zweiten Halbleiterbauelementes ver-
bunden. Das erste und das zweite Halbleiterbauelement werden
von einem Halbleiterkorper umfasst. Das erste Halbleiterbau-
element wird aktiviert und das zweite Halbleiterbauelement
wird deaktiviert. Ein erster Strom Il wird in das erste Halb-
leiterbauelement eingespeist. Zwischen den beiden Anschliissen
des ersten Halbleiterbauelementes wird eine erste Spannung Ul
abgegriffen. Ein erster Einschaltwiderstand Ronl wird ermit-

telt gemal der Formel

RonlzE ,
11

wobei Il der Wert des ersten Stromes und Ul der Wert der ers-

ten Spannung ist.

In einer Weiterbildung flieRt der erste Strom durch das erste

Halbleiterbauelement zu einem Bezugspotentialanschluss.

In einer Ausfihrungsform wird zur Kopplung mit den ersten An-
schliissen des ersten und des zweiten Halbleiterbauelementes
das Widerstandsmesssystem mit einer ersten Anschlussfléche,
die mit dem ersten Anschluss des ersten Halbleiterbauelemen-
tes verbunden ist, und mit einer zweiten Anschlussflache, die
mit dem ersten Anschluss des zweiten Halbleiterbauelementes
verbunden ist, gekoppelt. Weiter wird zur Kopplung mit den
zwelten Anschliissen des ersten und des zweiten Halbleiterbau-
elementes das Widerstandsmesssystem mit einer dritten An-
schlussfldche, die mit dem zweiten Anschluss des ersten Halb-
leiterbauelementes verbunden ist, und mit einer vierten An-
schlussfldche, die mit dem zweiten Anschluss des zweiten

Halbleiterbauelementes verbunden ist, gekoppelt. Zur Kopplung
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_10_

der ersten Anschliisse des ersten und des zweiten Halbleiter-
bauelementes kann die erste Anschlussflache lber einen ersten
Widerstand des Halbleiterkdrpers an die zweite Anschlussfla-
che angeschlossen sein. Zur Kopplung der zweiten Anschliisse
des ersten und des zweiten Halbleiterbauelementes kann ent-
sprechend die dritte Anschlussfliache iber einen zweiten Wi-
derstand des Halbleiterkdrpers an die vierte Anschlussflache
angeschlossen sein. Das Abgreifen der ersten Spannung zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Anschluss des ersten Halb-
leiterbauelementes kann durch Abgreifen einer Spannung zwi-

schen der ersten und der zweiten Anschlussflache erfolgen.

In einer Weiterbildung wird Uberprift, ob der erste Ein-

schaltwiderstand Ronl gréBer oder kleiner als ein einstellba-
rer Vorgabewert ist. Der HalbleiterkOrper wird als defekt er-
kannt, falls der erste Einschaltwiderstand hoher als der ein-
stellbare Vorgabewert ist. In einer Ausfihrungsform kann der
Vorgabewert kleiner als ein Widerstandswert des ersten Wider-

standes sein.

Ein Verfahren zum Testen eines gehdusten Halbleiterkdrpers
sieht folgende Schritte vor: Ein Widerstandsmesssystem wird
mit einer ersten und einer zweiten Metallbahn eines Gehauses
verbunden. Dabei ist die erste Metallbahn mit einem ersten
Anschluss eines ersten Halbleiterbauelementes und einem ers-
ten Anschluss eines zweiten Halbleiterbauelementes verbunden.
Die zweite Metallbahn ist entsprechend mit einem zweiten An-
schluss des ersten Halbleiterbauelementes und einem zweiten
Anschluss des zweiten Halbleiterbauelementes verbunden. Dabei
ist der erste Anschluss des ersten Halbleiterbauelementes
mittels eines ersten Widerstandes mit dem ersten Anschluss
des zweiten Halbleiterbauelementes gekoppelt. Ebenso ist der

zwelte Anschluss des ersten Halbleiterbauelementes mittels
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eines zweiten Widerstandes mit dem zweiten Anschluss des
zweliten Halbleiterbauelementes gekoppelt. Der Halbleiterkdr-
per umfasst den ersten und den zweiten Widerstand sowie das
erste und das zweite Halbleiterbauelement. Das zweite Halb-
leiterbauelement wird deaktiviert und das erste Halbleiter-
bauelement wird aktiviert. Ein erster Strom Il wird in den
Halbleiterkorper, insbesondere in das erste Halbleiterbauele-
ment eingespeist. Eine erste Spannung Ul zwischen der ersten
und der zweiten Metallbahn wird bestimmt. Ein erster Ein-
schaltwiderstand Ronl' wird gemal folgender Gleichung ermit-

telt:

Ronl'zE ,
11

wobei Il der Wert des ersten Stromes und Ul der Wert der ers-

ten Spannung ist.

In einer Ausfihrungsform wird ein Defekt des gehdusten Halb-
leiterkdrpers bestimmt. Dabei wird lberpriift, ob der erste

Einschaltwiderstand Ronl' kleiner als ein einstellbarer Vor-
gabewert ist. In einer Weiterbildung wird der gehduste Halb-
leiterkdrper als nicht-defekt definiert, wenn der Einschalt-

widerstand kleiner als der Vorgabewert ist.

Die Erfindung wird nachfolgend an mehreren Ausfihrungsbei-
spielen anhand der Figuren naher erlautert. Funktions- bezie-
hungsweise wirkungsgleiche Bauelemente und Strukturen tragen
gleiche Bezugszeichen. Insoweit sich die Bauelemente oder
Strukturen in ihrer Funktion entsprechen, wird deren BRe-

schreibung nicht in jeder der folgenden Figuren wiederholt.
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Figur 1 zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform
eines Halbleiterkdrpers nach dem vorge-

schlagenen Prinzip,

Figur 2 zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform
eines Halbleiterkdrpers und einer Messan-

ordnung nach dem vorgeschlagenen Prinzip,

Figur 3 zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform
eines gehdusten HalbleiterkOrpers und einer
Messanordnung nach dem vorgeschlagenen

Prinzip,

Figuren 4A bis 4F zeigen schematisch eine beispielhafte Aus-
fihrungsform eines Halbleiterkdrpers nach
dem vorgeschlagenen Prinzip mit und ohne

Bonddraht-Fehler,

Figur 5 zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform
eines weiteren gehdusten Halbleiterbauele-

mentes nach dem vorgeschlagenen Prinzip und

Figuren 6A und 6B zeigen eine beispielhafte Ausfithrungsform

eines ersten Widerstandes.

Figur 1 zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform eines Halb-
leiterkérpers 1 nach dem vorgeschlagenen Prinzip. Der Halb-
leiterkérper 1 umfasst ein erstes und ein zweites Halbleiter-
bauelement 10, 20. Das erste Halbleiterbauelement 10 weist
einen Steueranschluss 11, einen ersten Anschluss 12 und einen
zweiten Anschluss 13 auf. Entsprechend umfasst das zweite
Halbleiterbauelement 20 einen Steueranschluss 21, einen ers-

ten Anschluss 22 und einen zweilten Anschluss 23. Das erste
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und das zweite Halbleiterbauelement 10, 20 sind jeweils als
ein p-Kanal Metall-Oxid-Halbleiter Feldeffekttransistor, ab-
gekiirzt p-MOSFET ausgebildet. Das erste Halbleiterbauelement
10 weist eine erste Weite Wl und eine erste Lange L1 des Ka-
nals auf. Entsprechend weist das zweite Halbleiterbauelement
20 eine zweite Weite W2 und eine zweite Lange L2 des Kanals

auf.

Der Halbleiterkdrper 1 umfasst dariiber hinaus vier Anschluss-
flachen 14, 15, 24, 25, englisch pads. Die erste Anschluss-
flédche 14 ist mit dem ersten Anschluss 12 des ersten Halblei-
terbauelements 10 verbunden. Die zweite Anschlussfldche 24
ist mit dem ersten Anschluss 22 des zweiten Halbleiterbauele-
mentes 20 verbunden. Die dritte Anschlussfldche 15 ist am
zweiten Anschluss 13 des ersten Halbleiterbauelementes 10 an-
geschlossen. Entsprechend ist die vierte Anschlussflédche 25
am zweiten Anschluss 23 des zweiten Halbleiterbauelementes 20
angeschlossen. Dariber hinaus umfasst der Halbleiterkorper 1
einen ersten und zweiten Treiber 16, 26 sowie eine fiinfte und
eine sechste Anschlussfldche 18, 28. Die funfte Anschlussfla-
che 18 ist Uber den ersten Treiber 16 mit dem Steueranschluss
11 des ersten Halbleiterbauelementes 10 gekoppelt. In analo-
ger Weise ist die sechste Anschlussfldche 28 {iber den zweiten
Treiber 26 mit dem Steueranschluss 21 des zweiten Halbleiter-
bauelementes 20 verbunden. In Figur 1 sind vier Bonddrahte 32
bis 35 angedeutet, mit denen die vier Anschlussflichen 14,

15, 24, 25 angeschlossen werden kénnen.

Der Halbleiterkdrper 1 umfasst dariber hinaus einen ersten
und einen zweiten Widerstand 17, 27. Der erste Widerstand 17
verbindet die erste Anschlussfldche 14 mit der zweiten An-
schlussflache 24. Der zweite Widerstand 27 verbindet die

dritte Anschlussfldche 15 mit der vierten Anschlussflache 25.
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Mit Vorteil ist ein Verhdltnis der ersten Weite W1 zu der
ersten Lange L1 ndherungsweise gleich einem Verhaltnis der
zweiten Weite W2 zu der zweiten Lange L2, da damit die beiden
Halbleiterbauelemente 10, 20 nadherungsweise den gleichen Ein-
schaltwiderstand Ronl beziehungsweise Ron2 und die gleiche
Stromtragefahigkeit aufweisen. Ein Gesamtstrom kann somit
gleichmaBlig auf die beiden Halbleiterbauelemente 10, 20 ver-
teilt werden. Der erste Widerstand 17 kann einen Widerstands-
wert R aufweisen. Der zweite Widerstand 27 kann ndherungswei-

se den gleichen Widerstandswert R aufweisen.

In einer alternativen Ausfihrungsform kann der zweite Wider-
stand 27 einen Widerstandswert R' aufweisen, der unterschied-

lich zum Widerstandswert R des ersten Widerstandes 17 ist.

In einer alternativen Ausfihrungsform werden das erste und
das zweite Halbleiterbauelement 10, 20 als n-Kanal Metall-
Oxid-Halbleiter Feldeffekttransistoren, abgekiirzt n-MOSFETs

realisiert.

In einer alternativen Ausfiithrungsform umfasst der Halbleiter-
kérper 1 mindestens ein weiteres Halbleiterbauelement und
zwel weitere Anschlussflachen, die mit einem ersten und einem
zwelten Anschluss des weiteren Halbleiterbauelementes verbun-
den sind. Die beiden weiteren Anschlussfldchen sind tber je-
wells einen weiteren Widerstand mit den Anschlussflédchen 14,

15, 24, 25 gekoppelt.

Figur 2 zeigt den Halbleiterkdrper 1 gemd@B Figur 1 sowie eine
Messanordnung. Die Messanordnung umfasst eine Spannungsquelle
50, ein Strommessgerat 51 und ein Spannungsmessgerat 52. Die

Spannungsquelle 50 ist iiber eine erste Verbindung 45 mit der
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ersten Anschlussfldche 14 gekoppelt. Das Strommessgerat 51
ist Uber eine dritte Verbindung 46 mit der dritten Anschluss-
flache 15 verbunden. Das Strommessgerat 51 ist zwischen der
dritten Anschlussfliache 15 und einem Bezugspotentialanschluss
8 geschaltet. Das Spannungsmessgerat 52 ist {iber eine zweite
Verbindung 47 mit der zweiten Anschlussflache 24 und itber ei-
ne vierte Verbindung 48 mit der vierten Anschlussfldche 25
verbunden. Die vier Verbindungen 45 bis 48 umfassen jeweils

eine Prufnadel 40 bis 43.

Fiir einen Test wird iber nicht gezeigte Verbindungen zu der
finften und/oder der sechsten Anschlussfldche 18, 28 das ers-
te Halbleiterbauelement 10 aktiviert und das zweite Halblei-
terbauelement 20 deaktiviert. Mittels der Spannungsquelle 50
und der ersten Verbindung 45 wird die erste Anschlussflache
14 mit einer Spannung U0 beaufschlagt. Da ausschliel3lich das
erste Halbleiterbauelement 10 aktiviert ist, kann ein Strom
I1 ausschlieRlich durch das erste Halbleiterbauelement 10 und
nicht durch das zweite Halbleiterbauelement 20 flieBen. Der
flieBende Strom Il wird mittels des Strommessgerates 51, das
einen Messwert IMESS bereitstellt, gemessen. Mit dem Span-
nungsmessgerat 52 wird eine Spannung Ul zwischen der zweiten
und der vierten Anschlussflache 24, 25 abgegriffen. Da das
Spannungsmessgerat 52 hochohmig ist, fliellt nur ein vernach-
lassigbarer Strom durch die zweite Verbindung 47 mit der
Priifnadel 42 und durch den ersten Widerstand 17. Ebenso
flieBt nur ein vernachlassigbarer Strom durch die vierte Ver-
bindung 48 und den zweiten Widerstand 27. Daher entspricht
der von dem Spannungsmessgerat 52 bereitgestellte Messwert
UMESS einer Spannung zwischen der ersten und der dritten An-
schlussflache 14, 15. Der Quotient aus der ersten Spannung Ul

beziehungsweise UMESS und dem ersten Strom Il beziehungsweise
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IMESS i1st somit ein Einschaltwiderstand Ronl des ersten Halb-

leiterbauelements 10.

Die hierzu verwendete Messtechnik wird auch als 4-Leiter-
Messtechnik oder 4-Draht-Messtechnik bezeichnet und erlaubt
eine genaue Bestimmung des ersten Einschaltwiderstands Ronl

auch bei niedrigen Werten des Einschaltwiderstandes.

Zum Testen des zweiten Halbleiterbauelementes 20 werden die
Verbindung zwischen der Messanordnung und den vier Anschluss-
flachen 14, 24, 15, 25 verandert. Dieser Test ist in Figur 2
nicht gezeigt. Zum Testen des zweiten Halbleiterbauelementes
20 wird die zweite Anschlussfldche 24 mit der Spannungsquelle
50, die vierte Anschlussflache 25 mit dem Strommessgerat 51
und die erste und die dritte Anschlussflache 14, 15 mit dem
Spannungsmessgerat 52 verbunden. Diese Verbindungen sind in

Figur 2 nicht gezeigt.

Das zweite Halbleiterbauelement 20 wird aktiviert und das
erste Halbleiterbauelement 10 wird deaktiviert, so dass ein
Stromfluss eines zweiten Stroms I2 ausschlieBlich durch das
zwelte Halbleiterbauelement 20 und nicht durch das erste
Halbleiterbauelement 10 erfolgt. Eine zweite Spannung U2 wird
mittels des Spannungsmessgerates 52 ermittelt. Ein zweiter
Einschaltwiderstand Ron2 wird aus dem Quotienten der Spannung
U2 beziehungsweise UMESS und dem Strom I2 beziehungsweise I-
MESS gebildet. Sind der erste oder der zweite Einschaltwider-
stand Ronl, Ron2 grohler als ein Vorgabewert, so ist das je-
weilige Halbleiterbauelement 10, 20 und somit der Halbleiter-
korper 1 defekt. Sind beide Einschaltwiderstande Ronl, Ron?2
unter einem Vorgabewert, so kdnnen beide Halbleiterbauelemen-
te 10, 20 und damit der Halbleiterkdrper 1 als funktionsfahig

bezeichnet werden.
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Mit Vorteil ist mittels des ersten und des zweiten Widerstan-
des 17, 27 eine elektrische Kopplung zwischen der ersten und
der zweiten Anschlussflidche 14, 24 und zwischen der dritten
und der vierten Anschlussflidche 15, 25 erreicht. Uber diese
Kopplung ist ein Abgriff der tber dem ersten Halbleiterbau-
element 10 abfallenden Spannung Ul mdéglich, da bei einem
hochohmigen Spannungsmessgerdt 52 ein Stromfluss lUber die
beiden Abgriffe, umfassend die zweite und die vierte Verbin-
dung 47, 48, vernachlassigbar ist. Mit Vorteil sind fiir den
Abgriff keine zusadtzlichen Anschlussstellen notwendig, da die
flir das Bonden vorgesehene zweite und vierte Anschlussfldchen
24, 25 einsetzbar sind. Mit Vorteil koénnen vier Priifnadeln 40
bis 43 aufgesetzt werden. Die 4-Draht-Messtechnik ist zur Be-

stimmung der Einschaltwiderstande Ronl, Ron2 verwendbar.

Durch die Verwendung zweier Halbleiterbauelemente 10, 20 ist
der jeweilige Einschaltwiderstand Ronl, Ron2 eines einzelnen
Halbleiterbauelementes hdéher als bei einem Halbleiterkdrper,
bei dem anstelle der beiden Halbleiterbauelemente 10, 20 ein
einziges Halbleiterbauelement vorhanden ist. Somit ist vor-
liegend mit Vorteil eine genauere Bestimmung des Einschaltwi-
derstandes der Parallelschaltung aus den beiden Halbleiter-
bauelementen 10, 20 mdéglich. Der resultierende Einschaltwi-
derstand Ron ist vorliegend aufgrund der Parallelschaltung

gering.

In einer alternativen, nicht gezeigten Ausfiithrungsform weist
das Widerstandsmesssystem eine Stromquelle auf, die anstelle
der Spannungsquelle 50 eingesetzt wird. Ist der von der
Stromguelle bereitgestellte Strom bekannt, so kann auf die
Messung des flieRenden Stroms mittels des Strommessgerates 51

verzichtet und in Figur 2 die dritte Anschlussflache 15 idber
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die dritte Verbindung 46 direkt mit dem Bezugspotentialan-

schluss 8 verbunden werden.

Figur 3 zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform eines ge-
hausten HalbleiterkOrpers 2. Der gehauste Halbleiterkdrper 2
weist den Halbleiterkdrper 1 gemal Figur 1 oder 2 auf sowie
eine erste und eine zweite Metallbahn 30, 31, welche auch als
Leadfinger bezeichnet werden. Die erste Metallbahn 30 ist
Uber einen ersten Bonddraht 32 mit der ersten Anschlussflache
14 und tUber einen zweiten Bonddraht 34 mit der zweiten An-
schlussflache 24 verbunden. Analog ist die dritte Anschluss-
flédche 15 iber einen dritten Bonddraht 33 und die vierte An-
schlussflache 25 tber einen vierten Bonddraht 35 mit der
zweiten Metallbahn 31 verbunden. In Figur 3 ist zusédtzlich
auch eine Messanordnung gezeigt, welche die Spannungsquelle
50, das Strommessgerat 51 und das Spannungsmessgerat 52 um-
fasst. Die erste Metallbahn 30 ist mit der Spannungsquelle 50
und einem ersten Anschluss des Spannungsmessgerates 52 ver-
bunden. Die zweite Metallbahn 31 ist mit dem Strommessgerat
51 und einem zweiten Anschluss des Spannungsmessgerates 52
verbunden. Das Strommessgerat 51 ist zwischen die zweite Me-
tallbahn 31 und den Bezugspotentialanschluss 8 geschaltet.
Die Verbindungen koénnen einen nicht gezeigten Testsockel um-
fassen, in den das gehduste Halbleiterbauelement 2 eingesetzt

ist.

Der Test des gehausten Halbleiterkdrpers 2 erfolgt weitgehend
analog zum Test des ungehadausten HalbleiterkOrpers 1 gemal Fi-
gur 2. Zum Test des gehausten Halbleiterkorpers 2 wird tber
nicht gezeigte Verbindungen mittels des ersten Treibers 16
das erste Halbleiterbauelement 10 aktiviert und mittels des
zwelten Treibers 26 das zweite Halbleiterbauelement 20 deak-

tiviert. Daher ist ausschlieBlich ein Stromfluss Il durch das
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erste Halbleiterbauelement 10 und kein Stromdurchfluss durch
das zweite Halbleiterbauelement 20 mdglich. Mittels der Span-
nungsquelle 50 wird eine Spannung UQ zwischen der ersten und
der zweiten Metallbahn 30, 31 angelegt. Der durch die beiden
Metallbahnen 30, 31 flieBRBende Strom Il wird mittels des
Strommessgerates 51 bestimmt. Die zwischen den beiden Metall-
bahnen 30, 31 anliegende Spannung Ul wird mittels des Span-
nungsmessgerates 52 ermittelt. Ist das erste Halbleiterbau-
element 10 in einem eingeschalteten Betriebszustand, so gibt
ein Quotient aus der gemessenen Spannung UMESS beziehungswei-
se Ul und dem gemessenen Strom IMESS beziehungsweise I1 den
ersten Einschaltwiderstand Ronl' wieder. Dieser setzt sich
naherungsweise aus dem Einschaltwiderstand Ronl des ersten
Halbleiterbauelementes 10 und einem Wert des Widerstand der
Kopplungen der ersten Metallbahn 30 mit der ersten Anschluss-
fldche 14 sowie einem Wert des Widerstand der Kopplungen der
zweliten Metallbahn 31 mit der dritten Anschlussflache 15 zu-
sammen. Ist der erste Einschaltwiderstand Ronl' iUber einem
Vorgabewert, so wird der gehduste HalbleiterkoOrper 2 als de-
fekt bezeichnet. Ist der erste Einschaltwiderstand Ronl' un-
ter dem Vorgabewert, wo wird der gehduste Halbleiterkorper 1

als funktionsfahig bezeichnet.

Fehlt beispielsweise der erste Bonddraht 32, so flielt zwar
ein Strom Il von der ersten Metallbahn 30 iUber den zweiten
Bonddraht 34, die zweite Anschlussflache 24, den ersten Wi-
derstand 17 und die erste Anschlussflache 14 zu dem ersten
Halbleiterbauelement 10 und von dem ersten Halbleiterbauele-
ment 10 Uber die dritte Anschlussfldche 15 und den dritten
Bonddraht 33 zu der zweiten Metallbahn 31, jedoch ist der ge-
messene Einschaltwiderstand Ronl' die Summe aus dem Wider-
standswert des ersten Widerstands 17 und dem Einschaltwider-

stand Ronl des ersten Halbleiterbauelementes 10 sowie des Wi-
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derstands des zweiten und des dritten Bonddrahtes 33, 34. Da
der Vorgabewert so eingestellt wird, dass der gemessene Ein-
schaltwiderstand Ronl' Uber dem Vorgabewert liegt, wird er-
kannt, dass ein Defekt bei einem der Bonddradhte 32, 33, nam-
lich dem ersten Bonddraht 32 und/oder dem dritten Bonddraht
33, vorliegt. Der Defekt kann wie oben aufgefithrt von einem
Fehlen des ersten Bonddrahtes 32 oder des dritten Bonddrahtes
33 oder von einem nicht leitenden Kontakt des ersten Bond-
drahtes 32 zu der ersten Metallbahn 30 oder zu der ersten An-
schlussflache 14 oder einem schlechten Kontakt des dritten
Bonddrahtes 33 zu der zweiten Metallbahn 31 oder der dritten
Anschlussflache 15 verursacht sein. Der Defekt kann auch
durch einen Defekt des ersten Halbleiterbauelementes 10 ver-

ursacht sein.

Zum Testen des zweiten Halbleiterbauelementes 20 wird das
zweite Halbleiterbauelement 20 aktiviert und das erste Halb-
leiterbauelement 10 deaktiviert. Die Verbindungen der Messan-
ordnung werden zum Testen des zweiten Halbleiterbauelementes
20 nicht verandert. In analoger Weise wird ein zweiter Ein-
schaltwiderstand Ron2' ermittelt und mit einem Vorgabewert
verglichen. Ist der zweite Einschaltwiderstand Ron2' groRer
als der Vorgabewert, so liegt ein Defekt im gehdusten Halb-
leiterkdrper 2 vor. Nur wenn der erste und der zweite Ein-
schaltwiderstand Ronl', Ron2' niedriger als die jeweiligen
Vorgabewerte sind, kann der gehduste Halbleiterkdrper 2 als

funktionsfahig bezeichnet werden.

Mit Vorteil wird ein Fehlen eines Bonddrahtes oder ein nicht
leitender Kontakt eines Bonddrahtes zu den Metallbahnen 30,
31 oder zu den Anschlussflachen 14, 15, 24, 25 nachgewiesen.

Ein gehduster HalbleiterkOrper 2 wird nur dann als funktions-
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fahig bezeichnet, wenn alle Bonddrahte vorhanden und leitend

angeschlossen sind.

Figuren 4A bis 4F zeigen schematisch den gehdusten Halblei-
terkdrper 2 gemal Figur 3 nach dem vorgeschlagenen Prinzip
mit und ohne Bonddrahtfehler. Figur 4A zeigt den gehdusten
Halbleiterkorper 2 mit vier Bonddrahten 32 bis 35. Es werden
zwel Einschaltwiderstande Ronl' und Ron2' ermittelt, die
niedriger als die Vorgabewerte sind, so dass der gehduste
Halbleiterkorper 2 als funktionsfahig definiert ist. Somit
sind alle wvier Bonddrahte 32 bis 35 vorhanden und leitend an-
geschlossen. Weiter sind das erste und das zweite Halbleiter-

bauelement 10, 20 funktionsfahig.

Figur 4B zeigt den gehausten Halbleiterkdrper 2, bei dem der
zweite Bonddraht 34 fehlt. Mittels des Widerstandsmesssystems
wird ermittelt, dass der erste Einschaltwiderstand Ronl unter
dem Vorgabewert, der zweite Einschaltwiderstand Ron2 jedoch

Uber dem Vorgabewert ist. Somit wird der gehduste Halbleiter-

korper 2 als defekt definiert.

Figur 4C zeigt den gehausten Halbleiterkdrper 2, bei dem der
zwelte und der vierte Bonddraht 34, 35 fehlen sowie der erste
und der dritte Bonddraht 32, 33 vorhanden sind. Der erste
Einschaltwiderstand Ronl' liegt unterhalb des Vorgabewertes,
wahrend der zweite Einschaltwiderstand Ron2' deutlich tber
dem Vorgabewert liegt. Der zweite Einschaltwiderstand Ron2'
hat als Wert die Summe der Widerstandswerte des ersten und
des zweiten Widerstands 17, 27, des Einschaltwiderstandes
Ron2 des zweiten Halbleiterbauelementes 20 sowie des ersten

und des dritten Bonddrahtes 32, 33.
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Figur 4D zeigt den gehausten Halbleiterkdrper 2, bei dem der
erste und der zweite Bonddraht 32, 34 fehlen sowie der dritte
und der vierte Bonddraht 33, 35 vorhanden sind. Der gemessene
Strom IMESS ist somit ndherungsweise Null. Daher sind die
Einschaltwiderstdande Ronl', Ron2' sehr hoch und grdéBer als
die beiden Vorgabewerte. Daher wird der gehduste Halbleiter-

korper 2 als defekt definiert.

Figur 4E zeigt den gehausten Halbleiterkdrper 2, bei dem drei
Bonddrahte 32, 34, 35 fehlen und der dritte Bonddraht 33 vor-
handen ist. Auch hier ist der gemessene Strom IMESS nahe-
rungsweise Null und somit die beiden Einschaltwiderstande

Ronl', Ron2' sehr hoch und damit groéBer als die Vorgabewerte.

Figur 4F zeigt den gehausten Halbleiterkdrper 2, bei dem die
vier Bonddrdhte 32 bis 35 fehlen. Da auch hier der gemessene
Strom IMESS naherungsweise Null ist und die beiden Einschalt-
widerstande Ronl', Ron2' grdBer als die Vorgabewerte sind,

wird der gehduste Halbleiterkorper 2 als defekt erkannt.

Mit Vorteil ist ein Fehlen bereits eines Bonddrahtes 32 bis
35 oder ein Vorhandensein eines nichtleitenden Ubergangs ei-
nes Bonddrahts 32 bis 35 zu der jeweiligen Anschlussflédche
14, 15, 24, 25 oder der jeweiligen Metallbahn 30, 31 ermit-
telbar. Dies ist aufgrund der Aufteilung in die zwei Halblei-
terbauelemente 10, 20 und in die vier Anschlussflachen 14,
15, 24, 25, die jeweils nur mit jeweils einem Bonddraht 32
bis 35 angeschlossen sind, moglich. Weiter ist dies aufgrund
der elektrischen Kopplung der ersten und der zweiten An-
schlussflache 14, 24 iber den ersten Widerstand 17 sowlie der
dritten und der vierten Anschlussfliache 15, 25 {iber den zwei-

ten Widerstand 27 erreicht.
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Figur 5 zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform eines ge-
hausten Halbleiterkdrpers 2 nach dem vorgeschlagenen Prinzip.
Das Gehduse 3 ist als THIN DUAL FLAT NO-LEAD-Gehaduse, abge-
kiirzt TDFN, realisiert und weist zehn Metallbahnen 30, 31, 60
bis 67 auf. In dem Gehduse 3 ist der Halbleiterkérper 1 ein-
gesetzt. Der Halbleiterkdrper 1 umfasst sechs Halbleiterbau-
elemente 10, 20, 70 bis 73. Dabei sind drei Halbleiterbauele-
mente 10, 20, 70 als p-Kanal MOSFETs und drei Halbleiterbau-
elemente 71 bis 73 als n-Kanal MOSFETs realisiert. Das erste
Halbleiterbauelement 10 ist am ersten Anschluss 12 lber die
erste Anschlussflache 14 mittels des ersten Bonddrahtes 32
mit der ersten Metallbahn 30 verbunden. Ebenso ist das erste
Halbleiterbauelement 10 am zweiten Anschluss 13 dber die
dritte Anschlussflache 15 mittels des dritten Bonddrahtes 33
mit der zweiten Metallbahn 31 verbunden. In analoger Weise
sind die Halbleiterbauelemente 20, 70 am Jjeweils ersten An-
schluss Uber die zweite beziehungsweise weitere Anschlussfléa-
che 24, 80 mittels des zweiten und des fiinften Bonddrahtes
34, 36 mit der ersten Metallbahn 30 sowie an dem jeweiligen
zwelten Anschluss lber die vierte Anschlussfldche 25 bezie-
hungsweise eine weitere Anschlussfldache 81 mittels des vier-
ten und des sechsten Bonddrahtes 35, 37 mit der zweiten Me-

tallbahn 31 verbunden.

In analoger Weise sind die Halbleiterbauelemente 71, 72, 73
an den ersten Anschliissen {iber die drei Anschlussflachen 15,
25, 81 mittels des dritten, des vierten und des sechsten
Bonddrahtes 33, 35, 37 mit der zweiten Metallbahn 31 und an
den zweiten Anschliissen Uber die Anschlussfldchen 82 bis 84
mittels eines siebten, achten und neunten Bonddrahtes 38, 39,
94 mit der Metallbahn 61 verbunden. Die drei Anschlussflachen
15, 25, 81 werden somit von den p-MOSFETS 10, 20, 70 und den
n-MOSFETS 71, 72, 73 genutzt. Die Anschlussflachen 14, 24,
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80, die Anschlussflédchen 15, 25, 81 und die Anschlussflédchen
82, 83, 84 sind auf dem Halbleiterkdrper 1 mittels nicht ein-

gezeichneter Widerstidnde miteinander verbunden.

Der gehauste Halbleiterkdrper 2 wird mit dem in Figur 3 ge-
zeigten Widerstandsmesssystem verbunden. Der gehduste Halb-
leiterkérper 2 wird Uber ein Signal an der Metallbahn 66 in
einen Testmodus versetzt. Mittels entsprechender Signale an
den Metallbahnen 60, 62, 63 werden die sechs Halbleiterbau-
elemente 10, 20, 70 bis 73 nacheinander aktiviert. Dabei wird
zu einer Zeit jeweils genau ein Halbleiterbauelement 10, 20,
70 bis 73 aktiviert, wihrend die weiteren Halbleiterbauele-
mente deaktiviert werden, so dass sechs Einschaltwiderstande
Ronl' bis Roné6' ermittelbar sind. Somit wird am geh&dusten
Halbleiterkdrper 2 ermittelt, ob der erste bis neunte Bond-
draht 32 bis 39, 94 fehlt oder einen nichtleitenden Anschluss
zu den Metallbahnen 30, 31, 61 oder den Anschlussflachen 14,
15, 24, 25, 80 bis 84 aufweist.

Fiir einen Betrieb werden die drei p-Kanal-MOSFETs 10, 20, 70
parallel angesteuert. Ebenso werden die drei n-Kanal-MOSFETs
71, 72, 73 parallel mit Treibersignalen beaufschlagt. Die
Stromlasten werden somit jeweils auf drei MOSFETS verteilt.
Die Signale an den Metallbahnen 60, 62, 63, 66 haben dabei

eine andere Funktion als im Testmodus.

Ein derartiger Halbleiterkdrper 2 ist beispielsweise in einem
Schaltspannungswandler, der als Aufwartswandler realisiert

ist, einsetzbar.

Figur 6A zeigt eine beispielhafte Ausfihrungsform eines ers-
ten Widerstandes, wie er in einem der Halbleiterkdorper gemal

den Figuren 1 bis 5 realisiert werden kann. Der erste Wider-
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stand 17 umfasst einen Transistor 95. Ein erster Anschluss
des Transistors 95 ist mit der ersten Anschlussfldache 14 und
ein zweiter Anschluss des Transistors 95 ist mit der zweiten
Anschlussflache 24 verbunden. Der Transistor 95 ist als Feld-
effekttransistor ausgebildet. Der Transistor 95 ist als n-
Kanal Metall-Oxid-Halbleiter Feldeffekttransistor, abgekiirzt
n-Kanal MOSFET, realisiert.

Einem Steueranschluss des Transistors 95 wird eine Ansteuer-
spannung US1 zugeleitet. Die Ansteuerspannung US1 hat einen
niedrigen Wert. Ein Potential an dem Steueranschluss ist
niedriger als ein Potential an der ersten und an der zweiten
Anschlussflédche 14, 24, so dass der Transistor 95 in Durch-
lass geschaltet ist. Der Transistor 95 weist einen Einschalt-
widerstand auf, der somit den Widerstandwert R des ersten Wi-

derstandes 17 bildet.

Der zweite Widerstand 27 kann wie der in Figur 6A gezeigte

erste Widerstand 17 realisiert sein.

Figur 6B zeigt eine weitere beispielhafte Ausfihrungsform ei-
nes ersten Widerstandes, wie er in einen der Halbleiterkorper
gemdll den Figuren 1 bis 5 eingesetzt werden kann. Der Tran-

sistor 95' ist als p-Kanal Metall-Oxid-Halbleiter Feldeffekt-

transistor, abgekliirzt p-Kanal MOSFET, realisiert.

Einem Steueranschluss des Transistors 95' wird eine weitere
Ansteuerspannung US2 zugeleitet. Die Ansteuerspannung US2 hat
einen von 0 Volt verschiedenen Wert. Der Wert der Ansteuer-
spannung US2 kann ein Wert nahe einer Versorgungsspannung des
Halbleiterkorpers 1 sein. Ein Potential an dem Steueran-
schluss ist hoher als ein Potential an der ersten und an der

zwelten Anschlussflédche 14, 24, so dass der Transistor 95' in
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Durchlass geschaltet ist. Der Transistor 95' weist einen Ein-
schaltwiderstand auf, der somit den Widerstandswert R des

ersten Widerstandes 17 bildet.

Der zweite Widerstand 27 kann wie der in Figur 6B gezeigte

erste Widerstand 17 realisiert sein.
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Patentanspriiche

1. Halbleiterkorper, umfassend

- ein erstes Halbleiterbauelement (10) mit einem Steueran-
schluss (11), einem ersten Anschluss (12), der mit einer
ersten Anschlussflache (14) des Halbleiterkdrpers (1) ver-
bunden ist, und einem zweiten Anschluss (13),

- ein zweites Halbleiterbauelement (20) mit einem Steueran-
schluss (21), einem ersten Anschluss (22), der mit einer
zweiten Anschlussfldche (24) des Halbleiterkorpers (1)
verbunden ist, und einem zweiten Anschluss (23),

- einen ersten Widerstand (17), der zur elektrischen Kopp-
lung zwischen die erste und die zweite Anschlussflache
(14, 24) geschaltet ist,

- eine dritte Anschlussflache (15), die mit dem zweiten An-
schluss (13) des ersten Halbleiterbauelementes (10) ver-
bunden ist,

- eine vierte Anschlussflache (25), die mit dem zweiten An-
schluss (23) des zweiten Halbleiterbauelementes (20) ver-
bunden ist, und

- einen zweiten Widerstand (27), der zur elektrischen Kopp-
lung zwischen die dritte und die vierte Anschlussflache
(15, 25) geschaltet ist,

wobei das erste Halbleiterbauelement (10) einen Feldeffekt-

transistor mit einer ersten Kanalweite Wl und einer ersten

Kanallange L1 und das zweite Halbleiterbauelement (20) einen

Feldeffekttransistor mit einer zweiten Kanalweite W2 und ei-

ner zweiten Kanalldnge L2 umfasst, der erste und der zweite

Feldeffekttransistor vom gleichen Leitfahigkeitstyp sind und

ein erstes Verhaltnis W1/L1 der ersten Kanalweite Wl zu der

ersten Kanallidnge L1 und ein zweites Verhdltnis W2/L2 der
zweiten Kanalweite W2 zu der zweiten Kanalldnge L2 naherungs-

weise gleich sind.
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2. Halbleiterkdrper nach Anspruch 1,

umfassend

- einen ersten Treiber (16), der mit dem Steueranschluss
(11) des ersten Halbleiterbauelementes (10) verbunden ist,
und

- einen zweiten Treiber (26), der mit dem Steueranschluss
(21) des zweiten Halbleiterbauelementes (20) verbunden

ist.

3. Halbleiterkdrper nach Anspruch 1 oder 2,

bei dem ein Widerstandswert des ersten Widerstandes (17) und
ein Widerstandswert des zweiten Widerstandes (27) Jjeweils
groRer als ein Wert eines Einschaltwiderstandes des ersten

Halbleiterbauelementes (10) sind.

4., HalbleiterkOrper nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
bei dem ein Widerstandswert des ersten Widerstandes (17) und
ein Widerstandswert des zweiten Widerstandes (27) aus einem

Intervall zwischen 100 mOhm und 100 kOhm sind.

5. HalbleiterkOrper nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
bei dem ein Widerstandswert des ersten Widerstandes (17) und
ein Widerstandswert des zweiten Widerstandes (27) aus einem

Intervall zwischen 1 Ohm und 10 kOhm sind.

6. Halbleiterkdrper nach einem der Anspriiche 1 bis b5,

bei dem der erste Widerstand (17) einen Transistor (95) um-
fasst und/oder ein Widerstandsmaterial aus einer Menge umfas-
send ein Metall, ein Polysilizium, ein Silizid und ein ein-

kristallines Silizium enthalt.
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7. Gehauster HalbleiterkoOrper,

umfassend einen Halbleiterkdrper (1) nach einem der Anspriiche
1 bis 6 sowie ein Gehduse mit einer ersten Metallbahn (30),
die elektrisch leitend mit der ersten und der zweiten An-
schlussflache (14, 24) des Halbleiterkdrpers (1) wverbunden

ist.

8. Gehauster Halbleiterkdrper nach Anspruch 7,
wobeli das Gehduse eine zweite Metallbahn (31) umfasst, die
elektrisch leitend mit der dritten und der vierten Anschluss-

flache (15, 25) des Halbleiterkorpers (1) verbunden ist.

9. Gehaduster Halbleiterkérper nach Anspruch 8,

umfassend

- einen ersten Bonddraht (32) zur Verbindung der ersten Me-
tallbahn (30) mit der ersten Anschlussflache (14),

- einen zweiten Bonddraht (34) zur Verbindung der ersten Me-
tallbahn (30) mit der zweiten Anschlussflache (24),

- einen dritten Bonddraht (33) zur Verbindung der zweiten
Metallbahn (31) mit der dritten Anschlussflache (15) und

- einen vierten Bonddraht (35) zur Verbindung der zweiten

Metallbahn (30) mit der vierten Anschlussflache (25).

10. Messanordnung zum Testen des Halbleiterkdrpers (1) nach

einem der Anspriiche 1 bis o,

umfassend

- eine erste Verbindung (45) zur Kopplung eines Widerstands-
messsystems (50, 51, 52) mit der ersten Anschlussflédche
(14) und

- eine zweite Verbindung (47) zur Kopplung des Widerstands-
messsystems (50, 51, 52) mit der zweiten Anschlussflache

(24) .
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11. Messanordnung nach Anspruch 10,

umfassend

- eine dritte Verbindung (46) zur Kopplung des Widerstands-
messsystems (50, 51, 52) mit der dritten Anschlussflache
(15) und

- eine vierte Verbindung (48) zur Kopplung des Widerstands-
messsystems (50, 51, 52) mit der vierten Anschlussflache

(25) .

12. Messanordnung nach Anspruch 11,

wobei das Widerstandsmesssystem (50, 51, 52)

- eine Spannungsquelle (50), an welche die erste Verbindung
(45) angeschlossen ist,

- ein Strommessgerat (51), an welches die dritte Verbindung
(46) angeschlossen ist, und

- ein Spannungsmessgerat (52), an welches die zweite und die
vierte Verbindung (42, 43) angeschlossen ist,

umfasst.

13. Verfahren zum Testen eines Halbleiterkoérpers, umfassend

folgende Schritte:

- Koppeln eines Widerstandsmesssystems (50, 51, 52) mit ei-
nem ersten und einem zweiten Anschluss (12, 13) eines ers-
ten Halbleiterbauelementes (10) des Halbleiterkorpers (1)
und mit einem ersten und einem zweiten Anschluss (22, 23)
eines zweiten Halbleiterbauelementes (20) des Halbleiter-
kérpers (1), wobei der erste Anschluss (12) des ersten
Halbleiterbauelementes (10) und der erste Anschluss (22)
des zweiten Halbleiterbauelementes (20) miteinander elekt-
risch gekoppelt sind und der zweite Anschluss (13) des
ersten Halbleiterbauelementes (10) und der zweite An-
schluss (23) des zweiten Halbleiterbauelementes (20) mit-

einander elektrisch gekoppelt sind,
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Deaktivieren des zweiten Halbleiterbauelementes (20) und
Aktivieren des ersten Halbleiterbauelementes (10),
Einspeisen eines ersten Stromes I1l, der durch das erste
Halbleiterbauelement (10) zu einem Bezugspotentialan-
schluss (8) flieBRt,

Abgreifen einer ersten Spannung Ul zwischen dem ersten An-
schluss (12) und dem zweiten Anschluss (13) des ersten
Halbleiterbauelementes (10),

Ermitteln eines ersten Einschaltwiderstandes Ronl gemal

folgender Gleichung:

Ul

wobei Il der Wert des ersten Stromes und Ul der Wert der

ersten Spannung ist.
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